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7.2 Symbolverzeichnis

Hier sind die meisten der verwendeten Symbole tabelliert. Ihre Dimension kann von den

gebräuchlichen Einheiten abweichen. So wird z.B. die Dicke L des Siliziums in µm und

nicht in m angegeben.

Symbol Beschreibung Dimension

a Hohlleiterinnenmaß m

A Fresnel-Koeffizient 1

a a1 3, Parameter der Zustandsdichte (Oberfläche) m J− −⋅2 1

a2 Parameter der Zustandsdichte (Oberfläche) J

b Hohlleiterinnenmaß m

c0 Vakuum-Lichtgeschwindigkeit m s⋅ −1

cn SRH-Ratenparameter für Elektronen (Volumen) m s3 1⋅ −

cp SRH-Ratenparameter für Löcher (Volumen) m s3 1⋅ −

cSRH SRH- Ratenparameter (Volumen) m s3 1⋅ −

d Länge der Raumladungszone m

d Durchmesser des Laserspots auf der Probe m

Dn Diffusionskonstante der Elektronen m s2 1⋅ −

Dp Diffusionskonstante der Löcher m s2 1⋅ −

E Energie eines Trap-Niveaus J
&

E elektrisches Feld V m⋅ −1

EC Energie des Leitungsbandes J

EF Fermi-Energie im thermodynamischen Gleichgewicht J

Egap Energielücke J

En Quasi-Ferminiveau der Elektronen J

Ep Quasi-Ferminiveau der Löcher J

EPh Photonenenergie J

EV Energie des Valenzbandes J

f Korrekturfaktor 1

f0 Fermi-Funktion im thermodynamischen Gleichgewicht 1

fA Besetzungsfunktion der Akzeptor-Traps (Oberfläche) 1
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fD Besetzungsfunktion der Donator-Traps (Oberfläche) 1

fT Besetzungsfunktion der Volumen-Traps 1

G optische Generationsrate m s− −⋅3 1

h Plancksche Wirkungsquantum J s⋅
&

H magnetisches Feld A m⋅ −1

j (Gesamt-) Strom A m⋅ −2

jn Elektronenstrom A m⋅ −2

j p Löcherstrom A m⋅ −2

kT Boltzmann-Faktor J

L Dicke des Siliziums m

m FRMC-Modulationswert 1

n Elektronenkonzentration im Leitungsband m−3

N Zustandsdichte (Oberfläche) m J− −⋅2 1

N Anzahl der Rasterpunkte 1

n0 n im thermodynamischen Gleichgewicht m−3

n1 SRH-Abkürzung m−3

NA Akzeptor-Zustandsdichte (Oberfläche) m J− −⋅2 1

NC effektive Zustandsdichte im Leitungsband m−3

ND Donator-Zustandsdichte (Oberfläche) m J− −⋅2 1

Ndot Konzentration der ionisierten Dotieratome m−3

ni intrinsische Ladungsträgerkonzentration m−3

NT Zustandsdichte der Volumentraps m−3

ntrap getrapte Elektronendichte (Oberfläche) m−2

NV effektive Zustandsdichte im Valenzband m−3

p Löcherkonzentration im Valenzband m−3

P Lichtintensität W m⋅ −2

p0 p im thermodynamischen Gleichgewicht m−3

p1 SRH-Abkürzung m−3

Pabs absorbierte Mikrowellenleistung W

Pin eingestrahlte Mikrowellenleistung W

Pmax Lichtintensität im Maximum des TRMC-Pulses W m⋅ −2
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Pref reflektierte Mikrowellenleistung W

ptrap getrapte Löcherdichte (Oberfläche) m−2

q Elementarladung C

Qfix Dichte der festen Oxid- bzw. Nitridladungen m−2

&

r Ortsvektor m

r Reflexion 1

R Reflexionsfaktor 1

R stationäre Rekombinationsrate (Volumen) m s− −⋅3 1

r r1 4� SRH-Übergangsraten m s− −⋅3 1

Rn Rekombinationsrate der Elektronen (Volumen) m s− −⋅3 1

Rp Rekombinationsrate der Löcher (Volumen) m s− −⋅3 1

RS stationäre Rekombinationsrate (Oberfläche) m s− −⋅2 1

Rvol Volumenrekombinationsrate (räumlich gemittelt) m s− −⋅3 1

Rn
S Rekombinationsrate der Elektronen (Oberfläche) m s− −⋅2 1

Rp
S Rekombinationsrate der Löcher (Oberfläche) m s− −⋅2 1

s Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit m s⋅ −1

s∗ effektive Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit m s⋅ −1

~s differentielle Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit m s⋅ −1

t Zeit s

U gesamte Rekombinationsrate (räumlich gemittelt) m s− −⋅3 1

U Spannung V

UPh Photospannung V

US virtuelle Oberflächenrekombinationsrate m s− −⋅2 1

x, y, z Komponenten des Ortsvektors 
&

r m

α Absorptionskoeffizient m−1

α Iterationsindex 1

δc SRH-Ratenparameter geladener Übergänge (Oberfläche) m s3 1⋅ −

δn SRH-Ratenparameter neutraler Übergänge (Oberfläche) m s3 1⋅ −

∆n Überschußkonzentration der freien Elektronen m−3

∆p Überschußkonzentration der freien Löcher m−3

∆σ Photoleitfähigkeit ( )Ω ⋅ −m 1
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∆t Zeitintervall s

ε0 elektrische Feldkonstante C V m( )⋅

ε r relative Dielektrizitätskonstante 1

φ Photonenflußdichte m s− −⋅2 1

γ Ausbreitungskonstante m−1

Γ Reflexionskoeffizient 1

λ Lichtwellenlänge m

λ Hohlleiterwellenlänge m

µ0 magnetische Feldkonstante V s A m⋅ ⋅/ ( )

µ n Beweglichkeit der Elektronen m V s2 / ( )⋅

µ p Beweglichkeit der Löcher m V s2 / ( )⋅

ν Mikrowellenfrequenz s−1

ν FRMC-Modulationsfrequenz s−1

ρ Ladungsdichte C m⋅ −3

ρ spezifischer Widerstand Ω⋅m

σ Grenzflächenladung C m⋅ −2

σ Leitfähigkeit ( )Ω ⋅ −m 1

τ echte Lebensdauer s

τeff effektive Lebensdauer s

τn SRH-Lebensdauer der Elektronen (Volumen) s

τp SRH-Lebensdauer der Löcher (Volumen) s

τS Oberflächenlebensdauer s

τSRH SRH-Lebensdauer (Volumen) s

τvol Volumenlebensdauer s

τ* differentielle Lebensdauer s

Ψ elektrisches Potential V

ΨS Oberflächenbandverbiegung V
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